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用于适配器和充电器的高效率、

精确恒压／恒流的开关IC

输出功率表

产品3
85-265 VAC

适配器1 开放式2

LNK603/613PG/DG 2.5 W 3.3 W

LNK604/614PG/DG 3.5 W 4.1 W

LNK605/615PG/DG 4.5 W 5.1 W

LNK606/616PG/GG/DG 5.5 W 6.1 W

表 1. 输出功率表

注释： 

1. 最小的持续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中、环境温度为+50 °C（器件

TJ <100 °C）的条件下测量得到的。

2. 最大的实际持续输出功率是在开放式设计及有足够的散热，环境温度为50 °C的

条件下测量得到的（详细信息请参见“关键应用考量”部分）。

3. 封装：P: DIP-8C，G: SMD-8C，D: SO-8C。

产品特色

大大简化恒压／恒流转换器的设计

• 省去了光耦器和所有次级CV/CC控制电路 

• 省去了所有控制环路补偿电路

先进的性能特性

• 补偿变压器电感容差

• 补偿输入电压变化

• 补偿电缆压降（LNK61X系列）

• 补偿外围元件的温度变化

• 专利的IC参数调整技术使得IC参数的公差非常严格 

• 频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本

• 通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差

• 可对开关频率进行编程，最高达到85 kHz，从而缩小变压器尺寸

先进的保护／安全特性

• 自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障（元件开路和

短路）状况下可将输出功率降低95%以上

• 迟滞热关断 – 自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收率

• 无论在PCB板上还是在封装上都保证高压漏极与其它所有引脚

之间满足高压爬电要求

EcoSmart® – 高效节能
• 轻松满足全球所有节能标准

• 在230VAC输入下使用可选外部偏置绕组时的空载功耗<30 mW 

• 开／关控制可在极轻负载时具备恒定的效率 — 是达到CEC和

能源之星2.0标准的理想选择

• 无需电流检测电阻 — 可提高效率

绿色封装

• 无卤素和符合RoHS要求的封装

应用

• 手机或无绳电话、PDA、MP3／便携式音频设备使用的充电器、

适配器、LED驱动器等

描述

LinkSwitch-II通过省去光耦器和次级控制电路，可以大大简化低

功率CV/CC充电器的设计。该器件采用了革新性的控制技术，能

够提供极为严格的输出电压和电流调节，补偿变压器和内部参数

容差随输入电压的变化。

该器件在一个单片IC上集成了一个700 V的功率MOSFET、新颖的

开／关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、

逐周期的电流限制及迟滞热关断电路。 
 

图 1 典型应用／性能 — 非简化的电路(a)及输出特性(b)（详细信息请参阅应用部分）
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引脚功能描述

漏极(D)引脚：

功率MOSFET的漏极连接点。在开启及稳态工作时提供内部操

作电流。

旁路／多功能可编程（BP/M）引脚：

这一引脚有多项功能：

1. 一个外部旁路电容连接到这个引脚，用于生成内部6 V的供

电电源。

2. 对于LNK61X系列，可以选择此模式进行电缆压降补偿。

反馈（FB）引脚：

在正常操作下，功率MOSFET的开关由此引脚控制。该引脚可

以检测偏置绕组上的AC电压。这个控制引脚可以根据偏置绕组

的反激电压来调节恒压模式下的输出电压以及恒流模式下的输

出电流。内部电感校正电路使用偏置绕组上的正向电压来检测

大容量电容的电压。

源极（S）引脚：

该引脚内部连接到MOSFET的源极，用于高压功率的返回节点

及控制电路的参考点。

图 2 功能结构框图 

图 3. 引脚配置
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功能描述

LinkSwitch-II在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及

一个电源控制器。与LinkSwitch-LP和TinySwitch-III相似，它使

用开／关控制方式来调节输出电压。此外，还会对开关频率进行

调制，以调节输出电流，从而实现恒流特性。LinkSwitch-II控制

器包括一个振荡器、反馈（检测及逻辑）电路、6 V稳压器、过

热保护、频率抖动、电流限流电路及前沿消隐功能、电感校正

电路、用于恒流调节的频率控制以及用于恒压控制的开／关状态

调节器。

电感校正电路

在初级励磁电感过高或过低时，转换器将通过调节振荡器频率

自动对此进行补偿。由于这个控制器用于在非连续导通模式下

工作，因此输出功率与设定初级电感直接成正比，并可通过调

节开关频率对其容差进行完全补偿。

恒流(CC)工作方式

随着输出电压的升高以及由此引起的偏置绕组上反激电压的升

高，反馈引脚电压也将升高。反馈引脚电压升高时，会对开关

频率进行调节，以提供恒流输出调节。恒流电路与电感校正电

路可以在恒流区域内同时工作。

恒压(CV)工作方式

当反馈引脚在恒流调节模式下接近VFBth时，电源将切换到恒压工

作模式。此时的开关频率达到其最大值，对应于CCCV特性曲线

的峰值功率点。控制器使用开／关状态调节器调节反馈引脚电

压，使其维持在VFBth的水平。在高压开关关断2.5 μs后，对反馈

引脚电压进行采样。轻载条件下，还会降低电流限流点，从而

降低变压器磁通密度。

输出电缆压降补偿

这种补偿方式可以确保在恒压模式下，整个负载范围内向电缆末

端提供恒压输出。随着转换器负载从空载增大至峰值功率点（

恒压与恒流之间的切换点），将通过增大反馈引脚参考电压对

输出电缆上的压降进行补偿。控制器根据状态调节器的输出来

决定输出负载以及相应补偿的程度。24 AWG (0.3 Ω)电缆的压降

补偿使用CBP = 1 μF进行选择，26 AWG (0.49 Ω)电缆的压降补偿

使用CPB = 10 μF进行选择。

自动重启动和开环保护

一旦出现故障，例如在输出短路或开环情况下，LinkSwitch-II会

进入相应的保护模式，具体情况如下说述。

一旦在反馈引脚采样延迟时间(~2.5 μs)之前，在反激期间反馈引

脚电压低于0.7 V并持续约~450 ms，转换器进入自动重启动模

式，此时功率MOSFET被关闭2秒（约18%的自动重启动占空

比）。自动重启动电路对功率MOSFET进行交替使能和关闭，

直到故障排除为止。

除了上述触发自动重启动的情况外，在工作周期的正激期间（开

关导通时间）如果检测到反馈引脚电流低于120 μA，转换器会

将此“报告”为开环故障（电位分压器的顶部电阻开路或丢

失），并将自动重启动时间从450 ms降低到大约6个时钟周期

(90 μs)，同时使禁止周期维持在2秒。

过热保护

热关断电路检测结的温度。阈值设置在142 °C并具备60 °C的迟

滞范围。当结温度超过这个阈值(142 °C)，功率MOSFET开关被

禁止，直到结温度下降60 °C，MOSFET才会重新使能。

电流限流点

电流限流电路检测功率MOSFET的电流。当电流超过内部阈值

(ILIMIT) 时，在该周期剩余阶段会关断功率MOSFET。在功率MOSFET

开启后，前沿消隐电路会将电流限流比较器抑制片刻(tLEB)。通过

设置前沿消隐时间，可以防止由电容及整流管反向恢复时间产

生的电流尖峰引起导通的MOSFET提前误关断。LinkSwitch-II 

还具有“di/dt”校正功能，将输入电压范围内的恒流变化最 

小化。

6.0 V稳压器

只要MOSFET处在关闭状态，6 V稳压器就会从漏极的电压吸收

电流，将连接到旁路引脚的旁路电容充电到6 V。旁路引脚是内

部供电电压节点。当MOSFET开启时，器件使用贮存在旁路电容

内的能量。内部电路的极低功耗使LinkSwitch-II可使用从漏极吸

收的电流持续工作。一个1 μF或的10 μF旁路电容就足够实现高

频率退耦及能量存储。
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应用范例

电路描述

图4所示的电路为使用LNK613DG设计而成的初级侧稳压反激式

电源。由于平均功率达到74%且空载输入功率<30 mW，本设计

可轻松超出目前最为严格能效要求。

输入滤波器

AC输入功率由二极管D1至D4进行整流。整流后的DC由大容量

电容C1和C2进行滤波。电感L1、C1和C2组成一个π型滤波器，

对差模传导EMI噪声进行衰减。这种配置与Power Integrations变

压器的E-shield™技术相结合，使得本设计在无需Y电容下能够

满足EMI标准EN55022 B级要求，并具有较大的裕量，即使输出

连接至安全接地端。保险电阻RF1在发生严重故障时提供保护。

应当选择合适的电阻（通常为绕线式电阻），这样才能在输入

电容初次连接到AC线路充电时经受住瞬间耗散。

LNK 613初级绕组

LNK613DG器件(U1)集成了功率开关器件、振荡器、CC/CV控制

引擎、启动以及保护功能。集成的700 V MOSFET在通用输入

AC应用中具有很大的漏极电压裕量，可通过使用更大的变压器

匝数比，提高可靠性并减小输出二极管的电压应力。该器件通

过旁路引脚和退耦电容完全实现自供电。对于LNK61X器件，旁

路 电 容 的 值 还 可 决 定 输 出 电 缆 压 降 

的补偿值。一个1 μF值选择标准补偿。一个10 μF值选择增强补

偿。表 2显示了每个器件的补偿数量以及旁路电容值。

LNK60X器件不提供电缆压降补偿。

可选偏置电源由D6和C5组成，它通过电阻R4为U1提供工作电

流。这样可将空载功耗从约200 mW降低到30 mW以下，还可提

高轻载效率。

经整流及滤波的输入电压加在T1初级绕组的一侧。U1中集成的

MOSFET驱动变压器初级绕组的另一侧。漏感引起的漏极电压

尖峰受到由D5、R2、R3和C3组成的RCD-R箝位电路的限制。

输出整流

变压器的次级绕组由D7（可提高效率的1 A、40 V肖特基势垒二

极管）进行整流，由C7进行滤波。如果可以接受较低效率，则

可换用1 A PN结型二极管，以便降低成本。在本应用中，C7的

大小能够满足要求的输出电压纹波规范，无需使用后级LC滤波

器。为满足电池自放电要求，已用一个串联电阻和稳压电路 

（R8和VR1）替代了假负载电阻。不过，在没有此要求的设计

中，可以使用一个标准1 kΩ电阻。

输出调节

LNK613在输出特性的恒压(CV)调节区域使用开／关控制来调节

输出，通过频率控制来实现恒流(CC)调节。反馈电阻（R5和

R6）使用标准的1%电阻值选出，以确定额定输出电压及恒流调

节阈值的中心。 

图 4. 高能效USB充电器电源（平均效率为74%，空载输入功率<30 mW）
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关键应用考量

输出功率表

数据手册中最大输出功率表（表1）表明了在如下假设的条件下

可以获得的实际最大连续输出功率：

1. 85 VAC输入时的最小DC输入电压为90 V或更高。输入电容

值的选择应足够适用不同AC输入电压的要求。

2. 使用一个肖特基二极管作为次级5V输出的整流。

3. 假设效率是70%。

4. 非连续模式操作(KP > 1.3)。

5. 器件通过源极引脚焊接到PCB板足够大的铜铂区域上,以使源

极引脚温度保持或低于90 °C。

6. 开放式架构设计的环境温度是50 °C，适配器设计的壳体内

温度是60 °C。

注释：如果输出恒流容差>±10%可以接受，则可以取得较高的

输出功率，这样器件便能在较高的源极引脚温度下工作。

输出容差

LinkSwitch-II能够在恒压工作下对输出电压提供±5%的整体输出

容差（包括输入电压、元件变化和温度），对于在0 °C至100 °C

的结温范围内恒流工作的P/G封装，则可提供±10%的输出电流

容差。由于制造工艺（如锡波浸焊或红外线重熔）产生的应力

影响，D封装(SO8)可能会发生其它恒流变化。建议制作一个电

源样本，以检验每个设计的生产容差。

旁路引脚电容的选择

LinkSwitch-II 60x系列器件（不带输出电缆压降补偿）

建议使用一个1 μF旁路引脚电容。电容电压额定值应大于7 V。

电容的电介质材质不太重要，但其容差必须在<±50%。电容的

物理位置必须靠近LinkSwitch-II旁路引脚。

LinkSwitch-II 61x系列器件（带输出电缆压降补偿）

可以根据旁路引脚电容的值来选择输出电缆补偿的数量。一个 

1 μF值选择标准电缆补偿。一个10 μF电容选择增强电缆补偿。

表2显示了每个LinkSwitch-II器件的补偿数量以及旁路电容值。

电容的材质可以是陶瓷，也可以是电解质，但容差和温度变化

必须为<±50%左右。

输入PIXls设计表格的输出电压为电源提供最大功率时输出电缆

末端的电压。电源板输出端的电压是电缆末端测得的电压值乘以

输出电压变化因数。

LinkSwitch-II布局的注意事项

电路板布局

L inkSwi tch- I I采用高集成电源解决方案，将控制器和高压

MOSFET同时集成到单晶片上。由于高开关电流、高开关电压以

及模拟信号在一起，为了保证电源稳定、正常的工作，因此遵循

出色的PCB设计做法显得尤为重要。参见图5了解LinkSwitch-

II的推荐电路板布局。

在设计LinkSwitch-II电源的印刷电路板时，请务必遵循以下 

指南：

单点接地

LinkSwitch-II源极引脚和偏置绕组的回路单点(Kelvin)连接到输入

滤波电容的负极端。使电涌电流从偏置绕组直接返回输入滤波电

容，增强了浪涌的承受力。

旁路电容

旁路引脚电容应放置在距离源极引脚和旁路引脚最近的地方。

反馈电阻

直接将反馈电阻放在LinkSwitch-II器件的反馈引脚处。这样可以

降低噪声耦合。

散热考量

与源极引脚相连的铺铜区域为LinkSwitch-II提供散热。根据比较

准确的估算，LinkSwitch-II将耗散10%的输出功率。预留足够的

铺铜区域，可以使源极引脚温度保持在90 °C以下。只有在输出

电流(CC)容差高于±10%可以接受时，才能容许更高的温度。

在本例中，建议最高源极引脚温度低于110 °C，以便为元件间

的RDS(ON) 变化提供裕量。

LinkSwitch-II输出电缆压降补偿

器件 旁路引脚电容值 输出电压变化因数

LNK613
1 μF 1.035

10 μF 1.055

LNK614
1 μF 1.045

10 μF 1.065

LNK615
1 μF 1.050

10 μF 1.070

LNK616
1 μF 1.060

10 μF 1.090

表 2. 电缆补偿变化因数所对应的器件和旁路引脚电容值



版本F 01/10

6

LNK603-606/613-616

www.powerint.com 

次级环路面积

要最大程度上降低漏感和EMI，连接次级绕组、输出二极管及输

出滤波电容的环路区域面积应最小。此外，与二极管的阴极和

阳极连接的铜铂区域面积应足够大，以便用来散热。最好在安

静的阴极留有更大的铜铂区域。阳极铺铜区域过大会增加高频

辐射EMI。

静电放电火花隙

沿着绝缘带有一条引线，用于形成火花隙的一个电极。次级侧的

另一个电极由输出返回节点形成。火花隙直接将ESD能量从次级

引回AC输入。从AC输入到火花隙电极的引线应与其它引线保持

一定的间距，以免引起不必要的电弧以及可能的电路损坏。

漏极箝位优化

L inkSwi tch- I I检测初级侧的反馈绕组来调节输出。当内部

MOSFET关闭时，反馈绕组上的电压是次级绕组电压的反射。因

此，漏感引起的任何振荡都会影响对输出的调节。优化漏极箝

位以降低高频振荡，能够实现最佳的电压调节。图6所示为要求

的漏极电压波形，而图7中的波形则因漏电感引起的振荡呈现较

大下冲。这样将降低输出电压调节性能。如要减小此下冲，可调

节与箝位二极管串联的电阻的值。

图 5. 5.1 W设计的PCB板布局范例，使用P封装

添加偏置电路，实现轻载效率的提高和空载输入功耗的降低

添加偏置电路可以将230 VAC输入时的空载输入功耗从大约200 mW 

降低到30 mW以下。轻载效率也会得以提高，这样可以省去肖

特基势垒二极管，改用PN结型输出二极管，同时仍能满足平均

效率要求。

图4中的电源设计中集成了偏置电路。二极管D6、C5和R4形成

偏置电路。由于输出电压低于8 V，需要另外添加变压器绕组，

AC叠加在反馈绕组顶部。这样即使在空载模式下以低开关频率

工作时，也可以有足够高的电压为旁路引脚供电。

在图4中，添加的偏置绕组（从引脚2到引脚1）叠加在反馈绕组

（从引脚4到引脚2）的顶部。二极管D6对输出进行整流，C5为

滤波电容。建议使用一个10 μF电容，以便在低开关频率时保持

偏置电压。电容类型并不重要，但其电压额定值必须高于VBIAS

的最大值。建议流入BP引脚的电流等于在最小偏置绕组电压时

的IC供电电流（约0.5 mA）。BP引脚电流在最大偏置绕组电压

时不应超过3 mA。R4的值根据(VBIAS – VBP)/IS2计算得出，其中VBIAS 

(10 V typ.)为C5的电压，IS2 (0.5 mA typ.)为IC供电电流，VBP (6.2 

V typ.)为BP引脚电压。参数IS2和VBP在LinkSwitch-II数据手册的参

数表中有提供。二极管D6可以是低成本二极管，比如FR102

、1N4148或BAV19/20/21。

DC
Output

PI-5110-050508

R5

C4

C5

C3

R4
D5

D3

R3

R1
C2

R1

C1

R6

R2
L2

D4
D2

D1

U1

D3
RF1

D7

T1 R8 C6

C7

C8
R9

Output Filter
CapacitorsInput Stage Primary Clamp Output

Diode Snubber

Preload
Resistor

Spark
Gap

Bypass
Capacitor

Feedback
Resistors

Bypass Supply
Components

AC
Input

S S S S

BP DFB

LinkSwitch-II
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P
I-

50
93

-0
41

40
8

An overshoot
is acceptable

P
I-

50
94

-0
42

40
8

Negative ring may
increase output 
ripple and/or 
degrade output 
regulation

图 6. 具有最小漏感振荡下冲的理想的漏极电压波形 图 7. 具有大漏感振荡下冲的不理想的漏极电压波形

快速设计校验

对于任何使用LinkSwitch-II的电源设计，都应经过全面测试以确

保在最差条件下元件的规格没有超过规定范围。建议至少进行

如下测试：

1. 最大漏极电压 – 检验峰值VDS在最高输入电压和最大输出功率

时是否超过680 V。 

2. 最大漏极电流 – 在最高环境温度、最高输入电压和最大输出

负载情况下，观察启动时的漏极电流波形，检验是否出现变

压器饱和的征兆和过多的前沿电流尖峰。LinkSwitch-II的前

沿消隐时间为170 ns，可以防止接通周期过早地终止。

PI-5116-050808

D

S

FB

BP

R2
470 kΩ

1 kΩ
R3

300 Ω

R5
13 kΩ

1%

R6
9.31 kΩ

1%

D5
1N4007

D7
SL13

TI
EE13

5 10

8

2

4

NC

3

C7
470 µF
10 V

C1
4.7 µF
400 V

C2
4.7 µF
400 V

C4
1 µF
50 V

L1
1 mH

C3
820 pF
1 kV

 AC
Input

 DC
Output

U1
LNK613DG

LinkSwitch-II

RF1
8.2 Ω
2 W 

D1
1N4007

D2
1N4007

D3
1N4007

D4
1N4007

3. 热检查 – 在最大输出功率、最小和最大输入电压以及最高环

境温度条件下，检验LinkSwitch-II、变压器、输出二极管和

输电容是否超过温度指标。应有足够的温度裕量以保证 

LinkSwitch-II不会因为零件与零件间RDS(ON)的差异而引起过热

问题出现，参见数据手册中关于RDS(ON)的说明。要确保获得

10%的恒流容差，建议最大源极引脚温度为90 ºC。

设计工具

有关设计工具的最新信息，请浏览Power Integrations的网站  

www.powerint.com

图 8. 无需偏置电路的LinkSwitch-II反激式电源
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参数 符号

条件 
源极 = 0 V；TJ = 0到100 °C

（有另行说明除外）
最小值 典型值 最大值 单位

 控制功能

输出频率 fOSC

TJ = 25 °C, VFB = VFBth

tON × IFB = 2 mA-μs
（见注释1，7）

LNK603/6 59 66 73

kHz
LNK613/6 58 65 72

频率比（恒流） fRATIO(CC)

TJ = 25 °C
介于VFB = 1.0 V与VFB = 1.6 V

1.59 1.635 1.68

频率比（电感校正） fRATIO(IC)

介于tON × IFB = 1.6 mA × μs与
tON × IFB = 2 mA × μs之间

1.160 1.215 1.265

频率抖动
与平均频率相比，峰值-峰值抖动， 

TJ = 25 °C
±7 %

自动重启动时工作变比 fOSC(AR)

TJ = 25 °C
相对fOSC

12 16.5 21 %

最大占空比 DCMAX （注释4,5） 55 %

反馈引脚电压 VFBth

TJ = 25 °C
参见图19, 

CBP = 10 μF

LNK603/604P 1.815 1.840 1.865

V

LNK603/604D 1.855 1.880 1.905

LNK605P, LNK605D 1.835 1.860 1.885

LNK606P/G/D 1.775 1.800 1.825

LNK613/614P 1.935 1.960 1.985

LNK613/614/615D 1.975 2.000 2.025

LNK615P 1.975 2.000 2.025
LNK616P/G/D 1.935 1.960 1.985

反馈引脚电压温度系数 TCVFB -0.01 %/°C

反馈引脚关断阈值电压 VFB(AR) 0.65 0.72 0.79 V

电缆压降补偿因数 υFB

LNK613 
参见图19

CBP = 1 μF 1.035

CBP = 10 μF 1.055

LNK614
参见图19

CBP = 1 μF 1.045

CBP = 10 μF 1.065

绝对最大额定值(1,4)

漏极电压 .................................. ................... ..............-0.3 V到700 V
漏极峰值电流： LNK603/613 ......................320(480) mA
 LNK604/614 ..................... 400(600) mA
 LNK605/615 ......................504(750) mA
 LNK606/616 ..................... 654(980) mA
峰值负向脉冲漏极电流 ................... .............................. -100 mA(2)

反馈电压 ................................................. ..................... -0.3 V to 9 V
反馈电流 ................................................. ............................ 100 mA 
旁路引脚电压 ..................................... .......................... -0.3 V到9 V
贮存温度 ...................................... ......................... -65 °C到150 °C
 

工作结温度 ................................................................ -40 °C到150 °C 
引线温度(3) ................................................................................. 260 °C 
注释： 
1. 所有电压都是以TA = 25 °C时的源极为参考点。

2. 持续期不超过2 ms。 
3. 在距壳体1/16英寸处测量，持续时间5秒。

4. 当漏极电压低于400V时，可允许更高的峰值漏极电流。 
5.   在短时间内施加器件允许的最大额定值不会引起产品永久性的

损坏。但长时间对器件施加允许的最大额定值时，会对产品的可

靠性造成影响。

热阻抗

热阻抗：P封装： 
 (qJA) .................................... 70 °C/W(2); 60 °C/W(3)

 (qJC)(1) ............................................... ......... 11 °C/W
        D 封装： 
 (qJA .....................................100 °C/W(2); 80 °C/W(3)

 (qJC)(1) .......................... ...........................30 °C/W

注释： 
1. 在靠近塑体表面的引脚8（源极）测得的。

2. 焊在0.36平方英寸(232 mm2)、2盎司(610 g/m2)铜铂区域。

3. 焊在1平方英寸(645 mm2)、2盎司(610 g/m2)铜铂区域。
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参数 符号

条件 
源极 = 0 V；TJ = 0到100 °C

（有另行说明除外）
最小值 典型值 最大值 单位

 控制功能（续）

电缆压降补偿因数 υFB

LNK615 
参见图19

CBP = 1 μF 1.05

CBP = 10 μF 1.07

LNK616 
参见图19

CBP = 1 μF 1.06

CBP = 10 μF 1.09

开关“导通时间” tON

fOSC = 66 kHz 

VFB = VFBth

（注释5）

IFB = -500 μA 4

μs
IFB = -1 mA 2

IFB = -1.5 mA 1.33

IFB = -2 mA 1

开关最短“导通”时间 tON(min) （注释5） 700 ns

反馈引脚采样延迟时间 tFB 参见图19 2.35 2.55 2.75 μs

漏极供电电流

IS1 FB电压 > VFB 280 330

μA
IS2

FB电压 = VFBh -0.1, 
开关导通时间 = tON 

(MOSFET Switching at fOSC)

LNK6X3/4 440 520

LNK6X5 480 560

LNK6X6 520 600

旁路引脚充电电流

ICH1 VBP = 0 V 
LNK6X3/4 -5.0 -3.4 -1.8

mA
LNK6X5/6 -7.0 -4.8 -2.5

ICH2 VBP = 4 V
LNK6X3/4 -4.0 -2.3 -1.0

LNK6X5/6 -5.6 -3.2 -1.4

旁路引脚电压 VBP 5.65 6.00 6.25 V

旁路引脚电压迟滞 VBPH 0.70 1.00 1.20 V

旁路引脚分流电压 VSHUNT 6.2 6.5 6.8 V

电路保护

电流限流点 ILIMIT

LNK6X3 
di/dt = 50 mA/μs , TJ = 25 °C 186 200 214

mA

LNK6X4  
di/dt = 60 mA/μs , TJ = 25 °C 233 250 267

LNK6X5
di/dt = 70 mA/μs , TJ = 25 °C 293 315 337

LNK6X6 
di/dt = 100 mA/μs , TJ = 25 °C 382 410 438

归一化输出电流 IO
TJ = 25 °C

参见图21（见注释6）
0.975 1.000 1.025

前沿消隐时间 tLEB

TJ = 25 °C
（参见注释5）

170 215 ns

热关断温度 TSD 135 142 150 °C

热关断迟滞 TSDH 60 °C
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参数 符号

条件 
源极 = 0 V；TJ = 0到100 °C

（有另行说明除外）
最小值 典型值 最大值 单位

输出

导通电阻 RDS(ON)

LNK6X3
ID = 50 mA

TJ = 25 °C 24 28

Ω

TJ = 100 °C 36 42

LNK6X4
ID = 50 mA

TJ = 25 °C 24 28

TJ = 100 °C 36 42

LNK6X5
ID = 62 mA

TJ = 25 °C 16 19

TJ = 100 °C 24 28

LNK6X6
ID = 82 mA

TJ = 25 °C 9.6 11

TJ = 100 °C 14 17

关断状态漏极漏电流

IDSS1

VDS = 560 V参见图

TJ = 125 °C See Note 3
50

μA

IDSS2

VDS = 375 V参见图20
TJ = 50 °C

15

击穿电压 BVDSS

TJ = 25 °C
参见图20

700 V

漏极供电电压 50 V

自动重启动导通时间 tAR-ON

tON × IFB = 2 μA-μs, fOSC = 12 kHz
VFB = 0

参见注释1, 5
450 ms

自动重启动关断时间 tAR-OFF 1.2 2 s

开环FB引脚电流阈值 IOL 参见注释5 -120 μA

开环导通时间 参见注释5 90 μs

注释：

1. 自动重启动导通时间是由ton x IFB调节的开关频率与恒流模式下最小频率的函数。

2. 补偿电流限流点阈值以消除电流限流延迟带来的影响，从而使输出电流在整个输入电压范围内保持恒定不变。

3. IDSS1为80%的BVDSS以及最大工作结温时最差的关断状态漏电流。IDSS2是在最差应用条件下（265VAC整流后）进行空载损耗计算

时的典型漏电流。

4. 如果占空比超过DCMAX，LinkSwitch-II将在导通时间延长模式下工作。

5. 此参数是通过表征法得到的。

6. 组装时产生的机械应力可能会导致此参数的数值发生改变。但如果设计采用AN-44内的建议并且遵循良好的制造规范，此参数

的变化不会在大批量生产时影响LinkSwitch-II的±10%的容差。
7. 开关频率可在60 kHz和86 kHz之间调节。
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图 9. 电流限流点与温度的特性曲线 图 10. 输出频率与温度的特性曲线

图 11. 频率比与温度（恒流）的特性曲线 图 12. 频率比与温度（电感电流）的特性曲线

图 13. 反馈电压与温度的特性曲线 图 14. 归一化输出电流与温度的特性曲线

典型性能特性
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图 15. 关断与温度的特性曲线

典型性能特性（续）
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Scaling Factors:

图 16. 输出特性曲线

图 17. COSS与漏极电压的特性曲线 图 18. 漏极电容功率
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图 19. 反馈引脚测量的测试设置

PI-4961-022708

6.2 V
500 Ω

1) Raise VBP voltage from 0 V to 6.2 V, doen to 4.5 to 6.2
2) Raise VIN until cycle skipping occurs at VOUT to measure VFBth

3) Reduce VIN until cycle skipping stops at VOUT to measure VFBth-. Cable drop compensaion factor is υFB = VFBth / VFBth-

4) Apply 1.5 V at VIN and measure tFB delay from start of cycle falling edge to the next falling edge 

S

D S

S

FB

S

10 µF

BP

+ 2 V

+VIN
+

VOUT

LinkSwitch-II

图 20. 漏感与关断测试设置

PI-4962-040308

16 V

To measure BVDSS, IDSS1, and IDSS2 follow these steps:
1) Close S1, open S2
2) Power-up VIN source (16 V)
3) Open S1, close S2
4) Measure I/V characteristics of Drain pin using the curve tracer 

S

D S

S

FB

S

.1 µF

1 µF BP

VIN

LinkSwitch-II

5 µF 50 kΩ

+

Curve
Tracer

S1 S24 kΩ

10 kΩ
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图 21. 输出电流测量的测试设置

PI-4963-022708

50 V

1)The transformer inductance is chosen to set the value of tON × IFB to 2 mA × µS
2) RO is chosen to operate test circuit in the CC region
3) VO is measured
4) Output current is VO / RO   

S

D S

S

FB

S

10 µF

BP

LinkSwitch-II

200 Ω

200 V

470 pF

680 µF 3.3 V

RO

11.5 kΩ

7.15 kΩ

+

VO

+
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1.  JEDEC MS-001-AB(Issue B 7/85)

0.3

2.  

3.  

0.006(0.15)

4.  1 8

1 3

5.  0.137 (3.48 mm)

6.  

7.  T

.008 (.20) 

.015 (.38) 

.300 (7.62) BSC 
(NOTE 7) 

.300 (7.62) 

.390 (9.91) 

.367 (9.32) 

.387 (9.83) 

.240 (6.10) 

.260 (6.60) 

.125 (3.18) 

.145 (3.68) 

.057 (1.45) 

.068 (1.73) 

.120 (3.05) 

.140 (3.56) 

.015 (.38) 
MINIMUM 

.048 (1.22) 

.053 (1.35) 
.100 (2.54) BSC 

.014 (.36) 

.022 (.56) 

-E- 

Pin 1 

SEATING 
PLANE 

-D- 

-T- 

P08C 

DIP-8C P

PI-3933-101507

D S .004 (.10) ⊕

T E D  S .010 (.25)  M ⊕

 

(NOTE 6) 

.137 (3.48)
MINIMUM

SMD-8C G

PI-4015-101507

.004 (.10) 

.012 (.30) 
.036 (0.91) 
.044 (1.12) 

.004 (.10) 

0 -  ° 8 °

.367 (9.32) 

.387 (9.83) 

.048 (1.22) 
.009 (.23) 

.053 (1.35) 
.032 (.81) 
.037 (.94) 

.125 (3.18) 

.145 (3.68) 

-D- 

1.  

2.  

0.006(0.15)

3.  1

8 3

4.  

0.137

(3.48 mm)

5.  

6.  D E

.057 (1.45) 

.068 (1.73) 
(NOTE 5) 

E S 

.100 (2.54) (BSC) 

.372 (9.45) .240 (6.10) 

.388 (9.86) 
.260 (6.60) 

.010 (.25) 

-E- 

Pin 1 

D S .004 (.10) ⊕

⊕

G08C 

.420 

.046 .060 .060 .046 

.080 

Pin 1 

.086 

.186 

.286 

Solder Pad Dimensions 

 

.137 (3.48) 
 MINIMUM 



版本F 01/10

16

LNK603-606/613-616

www.powerint.com 

器件订购信息

 • LinkSwitch产品系列

 • II系列号

 • 封装信息

 G  塑封表面贴DIP封装

 P  塑封直插式DIP封装

 D  塑封SO-8封装

 • 封装材料

 G  绿色：无卤素和符合RoHS的hh封装

  • 其它包装形式

Blank  标准配置

TL  带装&卷轴装，至少1000个，仅适用G封装。D封装有2500个。不适用于P封装。LNK   615    D   G - TL 

PI-4526-040207D07C 

SO-8C 

3.90 (0.154) BSC

1. JEDEC MS-012
2. 
3. 
4. A B H
5. 

0.20 (0.008) C 
2X   

1 4 

5 8 

2 6.00 (0.236) BSC

D 
4 A 

4.90 (0.193) BSC

2 

0.10 (0.004) C 
2X  

D 

0.10 (0.004) C 2X  A-B 

1.27 (0.050) BSC
7X 0.31 - 0.51 (0.012 - 0.020)  

0.25 (0.010) M C A-B D 

0.25 (0.010)
0.10 (0.004)

(0.049 - 0.065)
1.25 - 1.65 

1.75 (0.069)
1.35 (0.053)

0.10 (0.004) C 
7X  

C 

H 

o 

1.27 (0.050)
0.40 (0.016)

GAUGE 
PLANE  

0 - 8 

1.04 (0.041) REF 0.25 (0.010)
BSC 

SEATING 
PLANE 

0.25 (0.010)
0.17 (0.007)

DETAIL A 

DETAIL A 

C 

SEATING PLANE 

Pin 1 ID 

B 4 

+ 

+ + 

4.90 (0.193)

1.27 (0.050) 0.60 (0.024)

2.00 (0.079)

Reference 
Solder Pad 
Dimensions 

+ 




